KF551

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor polowy MOS kanal typu P,
o duzej rezystancji wejéciowej, w obudowie metalo-
wej, podloze polaczone galwanicznie z obudowa
Zastosowanie: wzmacniacze, uktady impulsowe i prze-
laczajace

Typy podobne: MEMS551 (Int)

Rys. 1-799. KF551

Warto$ci charakterystyczne

Iess <4 PA | przy Ugg= —40 V, Ups =0
Uy 356 v przy Ugs = Ups, Ips = 10 pA
Ips 5 >1,5 | mA | przy Ugs = Upg = —10 V
Inss <10 nA | przy Uss =0, Upg = —20 V
Isps <10 nA | przy Ugs =0, Ugp = —20 V
—U(sropss 50 >30 \'% przy Ups = 0, Ing = 10 pA
—U(gr)sps © 50 > 30 v przy Upg =0, Igp = 10 pA
Yate 1,5 >0,5 | mS | przy Ups= —10 V, Ing = 5 mA, f=1 kHz
Cos 1,1 PF | przy Ugs = Upg = —10 V
Cep 1,1 pF | przy Ugs = Upg = —10 V
Cps 0,15 pF | przy Ugs = Upg = —10 V
Rpscom 250 Q | przy Ugs= —15V, Upg = —0,1 V
vl Bven 0,8+1 przy Ups = —10 V, Ing = 5 mA, f=1 kHz
AUy 70 200 | mV | przy Ups = —10 V, Ipg = 10 pA
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